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Deney No: 4

TRANSISTORUN ANAHTAR DAVRANISLARI
1. On Bilgiler
1.1. Transistorli Anahtarlar

Bu deneyde, siirekli halde ve ge¢is anlarinda transistorlii anahtarin davranislari
incelenecektir.

Doyma bélgesi simun Vg = Vg
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Sekil 1 Transistorli anahtar Sekil 2 Ortak emetorlii transistoriin
ctkis ozegrileri

Sekil 1 de verilen emetdr montajli transistor, Ve kaynagini Re yiikiine baglayan bir
anahtar olarak kullanilmistir. Ortak emetorlii bir transistoriin ¢ikis karakteristik egrileri sekil 2
de verilmistir. Bu karakteristik {i¢ ayr1 ¢alisma bolgesine ayrilabilir; kesim, aktif ve doyum
bolgeleri.

e Kesim bolgesinde, emetor-baz ve kollektor-baz eklemleri tikama yoniinde
kutuplanmistir. Kolektoér akimi I¢, ¢ok kiiciik olan tikama yonii akimi Icgo ya esittir. Bu
durumda anahtarimiz agik devredir.

o Aktif bolgede, emetdr-baz eklemi iletim yoninde, kolektdr-baz eklemi tikama
yoniine kutuplanir ve transistoriin I¢c ¢ikis akimi, Ig giris akimina gore oldukca dogrusal
davranir. Bu c¢alisma bolgesi dogrusal yiikselteglerde kullanilmakta olup, anahtar
uygulamalarinda bu bélge miimkiin oldugunca ¢abuk gecilmelidir.

e Doyum bolgesinde, hem kolektor-baz hem de emetdr-baz eklemleri iletim yoninde
kutuplanmistir. Bu durumda Vg geriliminin degeri, transistoriin esik geriliminden kiigiiktiir.

Eger bir anahtar devresindeki transistoriin Ic ve lg akimlart birbirlerinden bagimsiz
olarak devre tarafindan tanimlaniyorsa (g > Ic / hgg) transistor doyumdadir.

Eger bir anahtar devresindeki transistoriin Vg gerilimi (NPN transistor igin) negatif
ise transistor doyumdadir.

Doyumda olan bir transistoriin Ig baz akimi artirtlarak Vcesat gerilimi bir miktar daha
kiculttlebilir. Bununla birlikte bu gerilim Si transistorlerde birka¢ yuz mV, Ge transistorlerde
birka¢ on mV kadardir.

Deneye 6n ¢aligsma sorularini cevaplayarak geliniz. 1
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1.2. Anahtarlama Aninda Transistoriin Davranislar:

Sekil 1 deki devrenin girisine sekil 3 deki Vi(t) darbeleri uygulanirsa, Vi gerilim
seviyesi transistorii Q1 kesim noktasina, V, gerilim seviyesi Q2 doyma noktasina gotiiriir. Q1
noktasindan Q2 noktasina gegis ¢cok hizlidir.
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2. Deney i¢in On Calisma

2.1. Transistoriin ¢alisma bolgelerini inceleyin.

2.2. Transistorli anahtarlarda gecikme, ylikselme ve uzama zamanlarina sebep olan faktorleri
arastirin.

2.3. Sekil 4 deki devrenin matematiksel analizini yaparak, lg akim ifadesini ¢ikarin.
Potansiyometrenin konumuna gore, transistoriin kesim ve doyuma girme durumlarinm
irdeleyin.

Deneye 6n ¢aligsma sorularini cevaplayarak geliniz. 2
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3. Deneyin Yapilisi

3.1. Sekil 4 de verilen devreyi kurun. Ig Ve I degerlerini dlgecek sekilde ampermetreleri
baglayin (blok c).

a) Potansiyometre yardimiyla transistorii kesime sokun. I, I Ve Vp degerlerini 6l¢iin.
I = 0 yapan en blyUk Vg degerini belirleyin (esik gerilimi).

b) Potansiyometre yardimiyla transistorii aktif bolgede galistirin ve aktif bolge igerisinde
Iz — I ve I — Vg degisimlerini belirleyip egrilerini ¢izin.

c) Potansiyometre yardimiyla devreyi doyum esigine (aktif bélgeden doyum bdlgesine
gecildigi an) getirin. Potansiyometrenin bu degerinden 12 V’a kadar I, I, ve Vg
degerlerini adim adim 6l¢iin. Iz — I ve I, — Vg degisimlerini belirleyip egrilerini ¢izin.
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3.2. Sekil 5 de verilen devreyi kurun. | ve |, degerlerini 6lgecek sekilde ampermetreleri
baglayin (blok c).

a) Giriste 5 V bagl iken, transistoriin hangi bélgede ¢alistigini belirleyin. Ig, I, Ve Vg
degerlerini kaydedin.

b) Giriste 5V bagli iken, transistoriin hangi bolgede ¢alistigini belirleyin. Iy, I, ve V g
degerlerini kaydedin

C) Ayni deneyi, girisi topraga baglayarak tekrarlayn.
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Deneye 6n ¢alisma sorularini cevaplayarak geliniz. 3
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3.3. Sekil 6 da verilen devreyi kurun. lg ve |, degerlerini 6lgecek sekilde ampermetreleri
baglaym (blok c). Girise —3 V = —18 V ayarlanabilir gerilim kaynag1 baglaym. Baz-emetor
eklemini zener kirilmasina sokup, |5 ve |, akimlarindaki degisimi inceleyin.
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3.4. Sekil 7 deki devreyi kurun ve girisine kare dalga tireteci baglayin. 1kHz, 10 kHz ve
100 kHz’lik giris frekanslarinda giris ve ¢ikis dalga sekillerini 6lcekli olarak ¢izin. Gecikme,

yiikselme, uzama ve diisme surelerini 6l¢in.
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Deneye 6n ¢aligsma sorularini cevaplayarak geliniz.



